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ten Hauptflache vorgesehene Elektrode, eine erste Passiv-
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Passivierungsschicht, die auf der ersten Passivierungs-

schicht ausgebildgt ist und ein organisches Material enthalt, o \}/\
wobei eine erste Offnung in der ersten Passivierungsschicht /
ausgebildet ist, um einen Teil der Elektrode freizulegen, eine q S N
zweite Offnung in der zweiten Passivierungsschicht so aus-
gebildet ist, dass sie mit der ersten Offnung zusammenhén-
gend ist, und eine zweite Seitenwandflache der zweiten Off-
nung innerhalb einer ersten Seitenwandflache der ersten
Offnung angeordnet ist.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Halbleiter-
vorrichtungen.

[0002] Diese Anmeldung beansprucht die Prioritat
der am 21. Oktober 2021 eingereichten japanischen
Patentanmeldung Nr. 2021- 172 674, deren gesam-
ter Inhalt hier durch Bezugnahme aufgenommen ist.

Stand der Technik

[0003] Es wird eine Halbleitervorrichtung offenbart,
bei der eine Siliziumnitrid-Schicht und eine Polyimid-
Schicht als Passivierungsschicht auf einer Elektrode
ausgebildet sind.

Dokumente zum Stand der Technik
Patentdokumente

Patentdokument 1: Japanische Offenlegungs-
schrift Nr. H2- 251 158

Patentdokument 2: Japanische Offenlegungs-
schrift Nr. S56- 19 639

Patentdokument 3: Japanische Offenlegungs-
schrift Nr. H3- 96 243

Offenbarung der Erfindung

[0004] Eine Halbleitervorrichtung gemaf der vorlie-
genden Erfindung umfasst ein Substrat mit einer ers-
ten Hauptflache, eine Uber der ersten Hauptflache
vorgesehene Elektrode, eine erste Passivierungs-
schicht, die die Elektrode abdeckt und ein anorgani-
sches Material enthalt, und eine zweite Passivie-
rungsschicht, die auf der ersten
Passivierungsschicht gebildet ist und ein organi-
sches Material enthélt, wobei eine erste Offnung in
der ersten Passivierungsschicht gebildet ist, um
einen Teil der Elektrode freizulegen, eine zweite Off-
nung in der zweiten Passivierungsschicht gebildet
ist, so dass sie mit der ersten Offnung durchgehend
ausgebildet ist, und eine zweite Seitenwandflache
der zweiten Offnung innerhalb einer ersten Seiten-
wandflache der ersten Offnung angeordnet ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[Fig. 1] Fig. 1 ist eine Draufsicht, die eine Halb-
leitervorrichtung geman einer Ausfuhrungsform
zeigt.

[Fig. 2] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht, die
die Halbleitervorrichtung gemal der Ausfih-
rungsform zeigt.

[Fig. 3] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht (Teil
1), die ein Verfahren zur Herstellung der Halb-
leitervorrichtung gemal der Ausfiihrungsform
veranschaulicht.

[Fig. 4] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht (Teil
2), die das Verfahren zur Herstellung der Halb-
leitervorrichtung gemal der Ausfiuhrungsform
veranschaulicht.

[Fig. 5] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht (Teil
3), die das Verfahren zur Herstellung der Halb-
leitervorrichtung gemaR der Ausfuhrungsform
veranschaulicht.

[Fig. 6] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht (Teil
4), die das Verfahren zur Herstellung der Halb-
leitervorrichtung gemaf der Ausfihrungsform
veranschaulicht.

Ausfiihrungsform der Erfindung

Durch die vorliegende Erfindung zu l16sende
Probleme

[0005] In einem Fall, in dem eine Plattierungsschicht
auf einer Oberflache einer Elektrode gebildet wird,
kann es zu einem Abldsen der Plattierungsschicht
kommen, wenn ein Draht durch Drahtbonden an die
Plattierungsschicht gebondet wird.

[0006] Somit ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Halbleitervorrichtung bereitzustellen,
die in der Lage ist, das Abldsen einer auf der Ober-
flache einer Elektrode gebildeten Plattierungsschicht
zu reduzieren.

Auswirkungen der vorliegenden Erfindung

[0007] Gemal der vorliegenden Erfindung ist es
moglich, ein Ablésen der auf der Oberflache der
Elektrode gebildeten Plattierungsschicht zu verrin-
gern.

[0008] Im Folgenden werden Ausfiihrungsformen
der vorliegenden Erfindung beschrieben.

Beschreibung der Ausfiihrungsformen der
vorliegenden Erfindung

[0009] Zun&chst werden die Ausfihrungsformen der
vorliegenden Erfindung nachstehend beschrieben. In
einer kristallographischen Kennzeichnung in der vor-
liegenden Beschreibung und den Zeichnungen wird
eine Einzelorientierung durch [], eine Gruppenorien-
tierung durch <>, eine Einzelebene durch () und eine
Gruppenebene durch {} dargestellt. Dartber hinaus
wird ein negativer kristallographischer Index im All-
gemeinen durch ein ,-“ (Balken) Uber der Zahl darge-
stellt, aber in der vorliegenden Beschreibung wird ein
negatives Vorzeichen vor die Zahl gesetzt.
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[0010] [1] Eine Halbleitervorrichtung gemafl einem
Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst ein Sub-
strat mit einer ersten Hauptflache, eine Uber der ers-
ten Hauptflache vorgesehene Elektrode, eine erste
Passivierungsschicht, die die Elektrode abdeckt und
ein organisches Material enthalt, und eine zweite
Passivierungsschicht, die auf der ersten Passivie-
rungsschicht gebildet ist und ein organisches Mate-
rial enthalt, wobei eine erste Offnung in der ersten
Passivierungsschicht ausgebildet ist, um einen Teil
der Elektrode freizulegen, eine zweite Offnung in
der zweiten Passivierungsschicht so ausgebildet ist,
dass sie mit der ersten Offnung zusammenhéngend
ist, und eine zweite Seitenwandflache der zweiten
Offnung innerhalb einer ersten Seitenwandflache
der ersten Offnung angeordnet ist.

[0011] Da sich die zweite Seitenwandflache der
zweiten Elektrode auf einer Innenseite der ersten
Seitenwandflache der ersten Elektrode befindet, ist
dann, in dem die Plattierungsschicht auf der Oberfla-
che der Elektrode gebildet wird, ein Teil der Plattier-
ungsschicht zwischen der Elektrode und der zweiten
Passivierungsschicht positioniert. Wenn ein Draht an
die Plattierungsschicht gebondet wird, wirkt somit
eine auf die erste Hauptflache gerichtete Kraft von
der zweiten Passivierungsschicht auf die Plattier-
ungsschicht, selbst wenn eine aulere Kraft auf die
Plattierungsschicht in einer Richtung wirkt, um sich
von der ersten Hauptflache zu trennen. Aus diesem
Grund kann das Ablésen der Plattierungsschicht
reduziert werden.

[0012] [2] Gemal’ der Halbleitervorrichtung geman
Punkt [1] kann in einem Querschnitt senkrecht zu
der ersten Hauptflache und der ersten Seitenwand-
flache ein Hochstwert eines Abstands zwischen der
ersten Seitenwandflache und der zweiten Seiten-
wandflache in einer Richtung parallel zu der ersten
Hauptflache grof3er als oder gleich 1 uym und kleiner
als oder gleich 5 ym sein. Ware ein Héchstwert die-
ses Abstands kleiner als 1 ym, wirde der Teil der
zweiten Passivierungsschicht, der die auf die erste
Hauptflache gerichtete Kraft auf die Plattierungs-
schicht ausubt, GUbermafRlig klein werden, und es
kénnte schwierig werden, das Abldsen der Plattier-
ungsschicht zu verringern. Andererseits, wenn der
Hochstwert dieses Abstands groRer als 5 um ware,
wlrde es schwierig werden, die Plattierungsschicht
zwischen der zweiten Passivierungsschicht und der
Elektrode zu bilden, und es kdnnte ein Hohlraum ent-
stehen.

[0013] [3] Gemal der Halbleitervorrichtung gemaf
Punkt [1] oder [2] kann ein Teil einer unteren Ober-
flache der ersten Passivierungsschicht mit einer obe-
ren Flache der Elektrode in Kontakt kommen. In die-
sem Fall kann leicht verhindert werden, dass eine
Plattierungslésung entlang der Oberflache der Elekt-
rode eindringt.
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[0014] [4] GemaR der Halbleitervorrichtung nach
einem der Punkte [1] bis [3] kann die Dicke der ersten
Passivierungsschicht groRer als oder gleich 0,2 ym
und kleiner als oder gleich 1,0 ym sein. Ware diese
Dicke geringer als 0,2 ym, kdnnte sich die Bestandig-
keit gegen Feuchtigkeit verschlechtern. Ware diese
Dicke hingegen gréfler als 1,0 um, kénnte von der
ersten Passivierungsschicht eine grof3e Spannung
auf das Substrat wirken.

[0015] [5] GemaR der Halbleitervorrichtung nach
einem der Punkte [1] bis [4] kann die erste Offnung
in einer Draufsicht in einer Richtung senkrecht zur
ersten Hauptflache eine abgerundete rechteckige
Form aufweisen, wobei jede der vier Ecken einen
Mindestkrimmungsradius von mehr als oder gleich
10 ym und weniger als oder gleich 100 ym hat.

[0016] [6] GemaR der Halbleitervorrichtung nach
einem der Punkte [1] bis [5] kann die erste Passivie-
rungsschicht eine Siliziumnitrid-Schicht umfassen. In
diesem Fall kann auf einfache Weise eine ausge-
zeichnete Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit erreicht
werden.

[0017] [7] GemaR der Halbleitervorrichtung nach
einem der Punkte [1] bis [6] kann die zweite Passiv-
ierungsschicht eine Polyimid-Schicht umfassen. In
diesem Fall kann auf einfache Weise an der Oberfla-
che eine geeignete Harte erzielt werden.

[0018] [8] GemaR der Halbleitervorrichtung nach
einem der Punkte [1] bis [7] kann das Substrat ein
Siliziumkarbid-Substrat sein. In diesem Fall kann
auf einfache Weise eine ausgezeichnete Span-
nungsfestigkeit erreicht werden.

Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung

[0019] Nachfolgend werden Ausfiihrungsformen der
vorliegenden Erfindung im Detail beschrieben, wobei
die vorliegende Erfindung jedoch nicht darauf
beschrankt ist. In der vorliegenden Beschreibung
und in den Zeichnungen werden Bestandteile, die
im Wesentlichen dieselbe funktionelle Konfiguration
aufweisen, mit denselben Bezugszeichen bezeich-
net, und eine redundante Beschreibung derselben
kann weggelassen werden.

[0020] Die vorliegende Ausfihrungsform bezieht
sich auf eine Halbleitervorrichtung. Fig. 1 ist eine
Draufsicht, die die Halbleitervorrichtung gemaf
einer Ausfuhrungsform darstellt. Fig. 2 ist eine Quer-
schnittsansicht, die die Halbleitervorrichtung geman
der Ausflhrungsform darstellt. Fig. 2 entspricht einer
Querschnittsansicht entlang einer Linie llI-Il in Fig. 1.

[0021] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, umfasst
eine Halbleitervorrichtung 100 gemaly der Ausfih-
rungsform im Wesentlichen ein Substrat 10, eine
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ohmsche Schicht 20, eine Elektrode 30, eine Plattier-
ungsschicht 40, eine erste Passivierungsschicht 50
und eine zweite Passivierungsschicht 60.

[0022] Das Substrat 10 ist zum Beispiel ein Silizium-
karbid-Substrat. Das Substrat 10 umfasst ein Sili-
ziumkarbid-Einkristallsubstrat 11 und eine Silizium-
karbid-Epitaxieschicht 12, die beispielsweise auf
dem Siliziumkarbid-Einkristallsubstrat 11 vorgese-
hen ist. Das Substrat 10 hat eine erste Hauptflache
1 und eine zweite Hauptflache 2, die der ersten
Hauptflache 1 gegeniberliegt. Die Siliziumkarbid-
Epitaxieschicht 12 bildet die erste Hauptflache 1,
und das Siliziumkarbid-Einkristallsubstrat 11 bildet
die zweite Hauptflache 2. Das Siliziumkarbid-Einkris-
tallsubstrat 11 und die Siliziumkarbid-Epitaxieschicht
12 bestehen z. B. aus hexagonalem Siliziumkarbid
vom Polytyp 4H. In der Siliziumkarbid-Epitaxie-
schicht 12 kann eine Vielzahl von Halbleitergebieten
gebildet werden, in die Verunreinigungen einge-
bracht werden. Ein Halbleiterelement, wie z. B. ein
Feldeffekttransistor oder dergleichen, wird auf dem
Substrat 10 ausgebildet.

[0023] Die erste Hauptflache 1 ist eine {0001}-
Ebene oder eine Ebene, die gegeniiber der {0001}-
Ebene um einen Abweichungswinkel von 8° oder
weniger in einer Abweichungsrichtung geneigt ist.
Vorzugsweise ist die erste Hauptflache 1 eine
(000-1)-Ebene oder eine Ebene, die von der
(000-1)-Ebene um einen Abweichungswinkel von 8°
oder weniger in der Abweichungsrichtung geneigt ist.
Die Abweichungsrichtung kann zum Beispiel eine
<11-20>-Richtung oder eine <1-100>-Richtung sein.
Der Abweichungswinkel kann z. B. 1° oder mehr oder
2° oder mehr betragen. Der Abweichungswinkel
kann 6° oder weniger, oder 4° oder weniger betra-
gen.

[0024] Die ohmsche Schicht 20 wird selektiv auf der
ersten Hauptflache 1 gebildet und stellt einen ohm-
schen Kontakt mit einem Teil der Siliziumkarbid-Epi-
taxieschicht 12 her. Die ohmsche Schicht 20 besteht
aus einem Material, das z. B. Nickelsilizid (NiSi) ent-
halt. Die ohmsche Schicht 20 kann auch aus einem
Material gebildet sein, das Titan (Ti), Aluminium und
Silizium enthalt.

[0025] Die Elektrode 30 ist auf der ohmschen
Schicht 20 ausgebildet. Bei der Elektrode 30 handelt
es sich beispielsweise um eine Aluminium-Elektrode.
Die Elektrode 30 ist tUber die ohmsche Schicht 20
elektrisch mit dem Substrat 10 verbunden.

[0026] Die erste Passivierungsschicht 50 enthalt ein
anorganisches Material. Die erste Passivierungs-
schicht 50 ist auf der Siliziumkarbid-Epitaxieschicht
12 ausgebildet und deckt einen Teil der Elektrode
30 ab. In der ersten Passivierungsschicht 50 ist
eine erste Offnung 51 ausgebildet. Die erste Offnung
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51 ist oberhalb der Elektrode 30 ausgebildet, und ein
Teil der Elektrode 30 liegt durch die erste Offnung 51
frei. Die erste Passivierungsschicht 50 umfasst bei-
spielsweise eine Siliziumnitrid-(SiN) Schicht. Die
erste Passivierungsschicht 50 kann eine Siliziumnit-
rid-Schicht sein. Die erste Offnung 51 hat eine erste
Seitenwandflache 51S. Die erste Seitenwandflache
518 kann senkrecht zur ersten Hauptflache 1 stehen
oder von einer Ebene senkrecht zur ersten Hauptfla-
che 1 geneigt sein. Ein Teil einer unteren Flache 52
der ersten Passivierungsschicht 50 beriihrt eine
obere Flache 32 der Elektrode 30.

[0027] Die zweite Passivierungsschicht 60 enthalt
ein organisches Material. Die zweite Passivierungs-
schicht 60 ist auf der ersten Passivierungsschicht 50
ausgebildet. In der zweiten Passivierungsschicht 60
ist eine zweite Offnung 61 ausgebildet, die sich an
die erste Offnung 51 anschliet. Die zweite Offnung
61 ist auf der ersten Passivierungsschicht 50 ausge-
bildet, und ein Teil der ersten Passivierungsschicht
50 und ein Teil der Elektrode 30 sind durch die zweite
Offnung 61 freigelegt. Die zweite Offnung 61 hat eine
zweite Seitenwandflache 61 S. In einer Draufsicht, in
einer Richtung senkrecht zur ersten Hauptflache 1,
befindet sich die zweite Seitenwandflache 61S auf
einer Innenseite der ersten Seitenwandflache 51S.
Die zweite Seitenwandflache 61S kann senkrecht
zur ersten Hauptflache 1 stehen oder von einer
Ebene senkrecht zur ersten Hauptflache 1 geneigt
sein. Die zweite Passivierungsschicht 60 umfasst
zum Beispiel eine Polyimid-Schicht. Die zweite Pas-
sivierungsschicht 60 kann eine Polyimid-Schicht
sein.

[0028] Die Plattierungsschicht 40 umfasst eine
Nickel (Ni)-Plattierungsschicht 41, eine Palladium
(Pd)-Plattierungsschicht 42 und eine Gold (Au)-Plat-
tierungsschicht 43. Ein Teil der Plattierungsschicht
40 befindet sich zwischen der Elektrode 30 und der
zweiten Passivierungsschicht 60 in der Richtung
senkrecht zur ersten Hauptflache 1. Die Ni-Plattier-
ungsschicht 41 wird auf der Elektrode 30 auf einer
Innenseite der ersten Offnung 51 und der zweiten
Offnung 61 gebildet. Ein Teil der Ni-Plattierungs-
schicht 41 befindet sich zwischen der Elektrode 30
und der zweiten Passivierungsschicht 60 in der Rich-
tung senkrecht zur ersten Hauptflache 1. Die Ni-Plat-
tierungsschicht 41 kann Phosphor (P) enthalten. Die
Pd-Plattierungsschicht 42 wird auf der Ni-Plattier-
ungsschicht 41 auf der Innenseite der zweiten Off-
nung 61 gebildet. Die Au-Plattierungsschicht 43
wird auf der Pd-Plattierungsschicht 42 auf der Innen-
seite der zweiten Offnung 61 gebildet. Die Dicke der
Ni-Plattierungsschicht 41 ist vorzugsweise gréRer
oder gleich 3,0 um und kleiner oder gleich 7,0 ym,
und noch bevorzugter grofser oder gleich 4,0 ym
und kleiner oder gleich 6,0 um. Die Dicke der Pd-
Schicht 42 ist vorzugsweise groRer als oder gleich
20 nm und kleiner als oder gleich 40 nm und noch
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bevorzugter grofRer als oder gleich 25 nm und kleiner
als oder gleich 35 nm. Die Dicke der Au-Plattierungs-
schicht 43 ist vorzugsweise gréfer als oder gleich 30
nm und kleiner als oder gleich 70 nm und noch bevor-
zugter grof3er als oder gleich 40 nm und kleiner als
oder gleich 60 nm.

[0029] Als nachstes wird ein Verfahren zur Herstel-
lung der Halbleitervorrichtung 100 gemaf der Aus-
fuhrungsform beschrieben. Fig. 3 bis Fig. 6 sind
Querschnittsansichten, die das Verfahren zur Her-
stellung der Halbleitervorrichtung 100 gemafld der
Ausfihrungsform veranschaulichen.

[0030] Zunachst wird, wie in Fig. 3 dargestellt, das
Substrat 10 hergestellt. Bei der Herstellung des Sub-
strats 10 wird die Siliziumkarbid-Epitaxieschicht 12
auf dem Siliziumkarbid-Einkristallsubstrat 11 gebil-
det. Als nachstes werden verschiedene Halbleiterge-
biete in der Siliziumkarbid-Epitaxieschicht 12 durch
lonenimplantation oder ahnliches gebildet. Als
nachstes wird die ohmsche Schicht 20 auf der ersten
Hauptflache 1 gebildet, und die Elektrode 30 wird auf
der ohmschen Schicht 20 gebildet. AnschlielRend
wird die erste Passivierungsschicht 50 auf der ersten
Hauptflache 1 gebildet, so dass sie die ohmsche
Schicht 20 und die Elektrode 30 bedeckt. Als erste
Passivierungsschicht 50 wird zum Beispiel eine Sili-
ziumnitrid-Schicht gebildet. AnschlielRend wird die
zweite Passivierungsschicht 60 auf der ersten Pas-
sivierungsschicht 50 gebildet. Als zweite Passivie-
rungsschicht 60 wird zum Beispiel eine Polyimid-
Schicht gebildet.

[0031] Als nachstes wird, wie in Fig. 4 dargestellt,
die zweite Offnung 61 in der zweiten Passivierungs-
schicht 60 ausgebildet. Die zweite Offnung 61 hat
eine zweite Seitenwandflache 61S. In einem Fall, in
dem die zweite Passivierungsschicht 60 eine licht-
empfindliche Polyimid-Schicht ist, kann die zweite
Offnung 61 beispielsweise durch Belichtung und Ent-
wicklung der zweiten Passivierungsschicht 60 gebil-
det werden.

[0032] AnschlieRend wird, wie in Fig. 5 dargestellt,
die erste Offnung 51 in der ersten Passivierungs-
schicht 50 durch Atzen der ersten Passivierungs-
schicht 50 gebildet. Fiir dieses Atzen kann zum Bei-
spiel ein Trockenatzvorgang mit einem Gasgemisch
aus Tetrafluormethan (CF,4) und Sauerstoff (O,) ohne
Anlegen einer Vorspannung durchgefiihrt werden.
Dieses Atzen ist zum Beispiel ein isotropes Atzen.
Die erste Offnung 51 ist so ausgebildet, dass in der
Draufsicht in Richtung senkrecht zur ersten Hauptfla-
che 1 die erste Seitenwandflache 51S auf einer
AulRenseite der zweiten Seitenwandflache 61S liegt
und ein Teil der unteren Flache 52 der ersten Passiv-
ierungsschicht 50 beispielsweise mit der oberen FIa-
che 32 der Elektrode 30 in Kontakt steht.
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[0033] Als nachstes wird, wie in Fig. 6 dargestellt,
die Plattierungsschicht 40 gebildet. Bei der Bildung
der Plattierungsschicht 40 werden die Ni-Plattier-
ungsschicht 41, die Pd-Plattierungsschicht 42 und
die Au-Plattierungsschicht 43 in dieser Reihenfolge
unter Verwendung einer Plattierungsldsung gebildet.
Die Ni-Plattierungsschicht 41 wird so gebildet, dass
ein Teil der Ni-Plattierungsschicht 41 zwischen der
Elektrode 30 und der zweiten Passivierungsschicht
60 in der Richtung senkrecht zur ersten Hauptflache
1 eintritt.

[0034] Die Halbleitervorrichtung 100 gemaR der
Ausfihrungsform kann auf die zuvor beschriebene
Weise hergestellt werden.

[0035] In der vorliegenden Ausflihrungsform befin-
det sich die zweite Seitenwandflache 61S der zwei-
ten Offnung 61 an der Innenseite der ersten Seiten-
wandflache 51S der ersten Offnung 51. Aus diesem
Grund wird, wenn die Plattierungsschicht 40 auf der
Oberflache der Elektrode 30 gebildet wird, ein Teil
der Plattierungsschicht 40, zum Beispiel ein Teil der
Ni-Plattierungsschicht 41, zwischen der Elektrode 30
und der zweiten Passivierungsschicht 60 in der Rich-
tung senkrecht zur ersten Hauptflache 1 angeordnet.
Wenn ein Draht an die Plattierungsschicht 40 gebon-
det wird, wirkt somit eine auf die erste Hauptflache 1
gerichtete Kraft von der zweiten Passivierungs-
schicht 60 auf die Plattierungsschicht 40, selbst
wenn eine aulere Kraft auf die Plattierungsschicht
40 in einer Richtung wirkt, um sich von der ersten
Hauptflache 1 zu trennen. Aus diesem Grund kann
das Abblattern der Plattierungsschicht 40 verringert
werden.

[0036] Durch Ausbilden einer Siliziumnitrid-Schicht
in der ersten Passivierungsschicht 50 kann eine aus-
gezeichnete Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit
erreicht werden. Dariiber hinaus kann eine geeig-
nete Harte an der Oberflache erreicht werden,
indem eine Polyimid-Schicht in die zweite Passivie-
rungsschicht 60 eingebracht wird. Ferner kann eine
ausgezeichnete Spannungsfestigkeit erreicht wer-
den, indem das Substrat 10 ein Siliziumkarbid-Sub-
strat aufweist.

[0037] Da ein Teil der unteren Flache 52 der ersten
Passivierungsschicht 50 mit der oberen Flache 32
der Elektrode 30 in Kontakt steht, kann das Eindrin-
gen der Plattierungslosung entlang der Oberflache
der Elektrode 30 leicht verhindert werden.

[0038] In einem Querschnitt senkrecht zu der ersten
Hauptflache 1 und der ersten Seitenwandflache 51S
ist ein Hochstwert eines Abstands L1 zwischen der
ersten Seitenwandflache 51S und der zweiten Sei-
tenwandflache 61S in einer Richtung parallel zu der
ersten Hauptflaiche 1 vorzugsweise groRer oder
gleich 1 ym und kleiner oder gleich 5 ym. Wéare der
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Hochstwert des Abstands L1 kleiner als 1 uym, wiirde
der Teil der zweiten Passivierungsschicht 60, der die
auf die erste Hauptflache 1 gerichtete Kraft auf die
Beschichtungsschicht 40 ausubt, zu klein werden,
und es kénnte schwierig werden, das Ablésen der
Beschichtungsschicht 40 zu verringern. Ware ande-
rerseits der Hochstwert des Abstands L1 grof3er als 5
um, wirde es schwierig werden, die Plattierungs-
schicht 40 zwischen der zweiten Passivierungs-
schicht 60 und der Elektrode 30 zu bilden, und es
kénnte ein Hohlraum entstehen. Der Hochstwert
des Abstands L1 ist vorzugsweise grof3er als oder
gleich 2 ym und kleiner als oder gleich 4 pm.

[0039] Die Dicke t1 der ersten Passivierungsschicht
ist vorzugsweise gréfRer als oder gleich 0,2 ym und
kleiner als oder gleich 1,0 ym. Ware die Dicke t1 klei-
ner als 0,2 um, kénnte sich die Bestandigkeit gegen
Feuchtigkeit verschlechtern. Ware die Dicke t1 gro-
Rer als 1,0 ym, kénnte von der ersten Passivierungs-
schicht 50 eine grof3e Spannung auf das Substrat 10
einwirken. Andererseits ist die Dicke t1 vorzugsweise
gréRer als oder gleich 0,3 ym und kleiner als oder
gleich 0,9 ym, und noch bevorzugter gréRer als
oder gleich 0,4 ym und kleiner als oder gleich 0,8 ym.

[0040] Wie in Fig. 1 dargestellt, kdbnnen die erste
Offnung 51 und die zweite Offnung 61 in der Drauf-
sicht in Richtung senkrecht zur ersten Hauptflache 1
eine abgerundete rechteckige Form aufweisen. Ein
Mindestkrimmungsradius an jeder der vier Ecken
der ersten Offnung 51 ist vorzugsweise groRer als
oder gleich 10 ym und kleiner als oder gleich 100
um. Ware dieser Mindestkrimmungsradius kleiner
als 10 ym, wurde sich die Spannung wahrscheinlich
auf den Eckbereich konzentrieren, und es kénnte ein
Riss in der ersten Passivierungsschicht 50 entste-
hen. Ware der Mindestkrimmungsradius hingegen
groRer als 100 uym, kdnnte ein UbermaRig grolier
Teil der Elektrode 30 mit der ersten Passivierungs-
schicht 50 abgedeckt werden. Dieser Mindestkrim-
mungsradius ist vorzugsweise grofier als oder gleich
20 pym und kleiner als oder gleich 90 pym, und noch
bevorzugter grofier als oder gleich 30 um und kleiner
als oder gleich 80 pm.

[0041] Obwohl die Ausfihrungsformen zuvor im
Detail beschrieben wurden, ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf eine bestimmte Ausflihrungsform
beschrankt, und es kénnen verschiedene Modifika-
tionen und Modifizierungen vorgenommen werden,
ohne von dem in den Anspriichen beschriebenen
Umfang abzuweichen.

Bezugszeichenliste

1 Erste Hauptflache
2 Zweite Hauptflache
10 Substrat
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11
12
20
30
32
40
41
42
43
50
51
518
52
60
61
61S
100

2024.08.01

Siliziumkarbid-Einkristallsubstrat
Siliziumkarbid-Epitaxieschicht
Ohmsche Schicht

Elektrode

Obere Flache
Plattierungsschicht
Ni-Plattierungsschicht
Pd-Plattierungsschicht
Au-Plattierungsschicht

Erste Passivierungsschicht
Erste Offnung

Erste Seitenwandflache
Untere Flache

Zweite Passivierungsschicht
Zweite Offnung

Zweite Seitenwandflache

Halbleitervorrichtung
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Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung, umfassend:
ein Substrat mit einer ersten Hauptflache;
eine Elektrode, die Gber der ersten Hauptflache vor-
gesehen ist;
eine erste Passivierungsschicht, die die Elektrode
abdeckt und ein anorganisches Material enthalt; und
eine zweite Passivierungsschicht, die auf der ersten
Passivierungsschicht gebildet ist und ein organi-
sches Material enthalt, wobei
eine erste Offnung in der ersten Passivierungs-
schicht ausgebildet ist, um einen Teil der Elektrode
freizulegen,
eine zweite Offnung in der zweiten Passivierungs-
schicht so ausgebildet ist, dass sie an die erste Off-
nung anschlief3t, und
sich eine zweite Seitenwandflache der zweiten Off-
nung innerhalb einer ersten Seitenwandflache der
ersten Offnung befindet.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
in einem Querschnitt senkrecht zu der ersten Haupt-
flache und der ersten Seitenwandflache
ein Hochstwert eines Abstands zwischen der ersten
Seitenwandflache und der zweiten Seitenwandfla-
che in einer Richtung parallel zur ersten Hauptflache
groRer als oder gleich 1 ym und kleiner als oder
gleich 5 pym ist.

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei ein Teil einer unteren Flache der ersten Pas-
sivierungsschicht mit einer oberen Flache der Elekt-
rode in Kontakt steht.

4. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 3, wobei eine Dicke der ersten Passivie-
rungsschicht groer als oder gleich 0,2 ym und klei-
ner als oder gleich 1,0 ym ist.

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspru-
che 1 bis 4, wobei in einer Draufsicht in einer Rich-
tung senkrecht zur ersten Hauptflache die erste Off-
nung eine abgerundete rechteckige Form mit einem
Mindestkrimmungsradius von mehr als oder gleich
10 um und weniger als oder gleich 100 ym an jeder
der vier Ecken davon aufweist.

6. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspru-
che 1 bis 5, wobei die erste Passivierungsschicht
eine Siliziumnitrid-Schicht enthalt.

7. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 6, wobei die zweite Passivierungsschicht
eine Polyimid-Schicht enthalt.
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8. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspru-
che 1 bis 7, wobei das Substrat ein Siliziumkarbid-
Substrat ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen

FIG.1

(73] )
© © Te)
N
) , ,
i
1
P S puyp—— R
\\ /\ IIIIIIII -~
7 ~

A N

/ \

/ \
/ \
' \
h l— = '
H 1
H 1
, 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
. 1
N 1
. 1
H 1
H 1
H 1

1 | » !
: 1
N 1
. 1
H 1
H 1
. 1
H 1
H 1
. 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1

llllllll T !

|||||||| 1
4 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
1 1
, 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
" 1
\ !
\ I}
\ /
’
N 4
So Pid

9/14



DE 11 2022 005 058 TS 2024.08.01

\

¢

s

\ \

S16 SI9 19 IG

¢ Old

10/14



DE 11 2022 005 058 TS 2024.08.01

0l

I,

AN

LSS S

U

g ol

\

11/14



DE 11 2022 005 058 TS 2024.08.01

0l

I,

LSS

AN _

S N

\ H/

S19 19

v Ol

12/14



DE 11 2022 005 058 TS 2024.08.01

N
N
™

0l

GOl

13/14



DE 11 2022 005 058 TS 2024.08.01

0l

=t

."‘w-.l-.._.w..l.-l-.l-.|--|J

\
LG

90I4

Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.

14/14



	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

